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ELEKTRIK / ELEKTRONIK
ALAN ETKILi TRANSISTORLER

DENEY |
PROSEDURLERI

» Gateteki farkh voltajlar icin drain
akiminin fonksiyonu olarak drain
voltajinin dl¢lilmesi

AMAG

Bir alan etkili transistoriin karakteristiginin lctilmesi

OZET

Alan etkili transistor (AET) igerisinde elektrik akiminin bir kanaldan gectigi ve bu akimin kanala
dikey yonde hareket eden elektrik alani tarafindan kontrol edildigi bir yari iletken bilesendir.
AFT’lerin ayr fonksiyonlar icin Source, Drain ve Gate olmak tzere (¢ adet terminalleri bulun-
maktadir. EGer voltaj source ve drain arasinda uygulanirsa drain akimi bu ikisi arasinda akar.
Drain ve source arasindaki disuk voltaj icin AET lineer karakteristikle basit bir ohm direnci gibi
hareket eder. Source-drain voltaji arttikca kanal sinirlandirilir ve sonunda tamamen koparilir.
Sonrasinda karakteristik saturasyon (doygunluk) bdlgesine girer. Gate voltaji sifirdan farkl oldu-
gunda drain akiminin saturasyon degeri diser.

GEREKLI CIHAZLAR

Miktar Cihazlar Uriin no.
1 Bilesenler icin Fisli Pano 1012902
1 10’lu Atlama Teli Seti 1012985
1 Rezistans 1 kQ 1012916
1 Rezistans 470 Q 1012914
1 Rezistans 47 kQ 1012926
1 Elektrolitik Kapasite 470 pF 1012960
1 BF 244 Alan Etki Transistoru 1012978
1 Yari iletken Diyotlar 1N 4007 1012964
1 Rezistans 220 Q 1012934
1 AC/DC Gu¢ Kaynagi 0 - 12V, 3 A (230 V, 50/60 Hz) 1002776 veya

AC/DC Gli¢ Kaynagi 0 - 12V, 3 A (115 V, 50/60 Hz) 1002775
2 Analog Multimetre AM50 1003073

1 Takim 15 deney kablosu, 75 cm 1 mm?2 1002840

TEMEL ILKELER

Alan etkili transistor (AET) igerisinde elektrik akiminin bir kanaldan
gectigi ve bu akimin kanala dikey yonde hareket eden elektrik alani
tarafindan kontrol edildigi bir yari iletken bilesendir

AFT’lerin ayr fonksiyonlari icin Source (S), Drain (D) ve Gate (G) olmak
Uzere U¢ adet terminalleri bulunmaktadir. Kanal source ve drain ara-
sinda iletken bir hat olusturmaktadir. Eger Upg voltaji source ve drain
arasinda uygulanirsa drain akimi /5 kanal igerisinde akar. Akim yalniz-
ca bir polaritenin (tek kutuplu transistor) tasiyicilari tarafindan taginir.
Bunlar n-doped yari iletken kanal icin elektronlar ve p-doped kanal
icin yuvalardir. Kanalin kesit alani ya da iletkenligi kanala dikey yonde
olan elektrik alani tarafindan kontrol edilir. Bu alani yaratmak icin Ugg
gerilimi source ve gate arasinda uygulanir. Gate elektrodu, kanaldan
ters akimli pn birlesmesi (junction) ya da ekstra bir yalitkan katman
(IGFET, MISFET, MOSFET) yardimiyla izole edilir. izole edilmis gate
AET icin kanalin kesit alani alana dikey olmasiyla kendini kontrol eden
birlesmenin uzay yuki boélgesinin genislemesiyle kontrol edilebilir. Pn
birlesmesinin her zaman ters akimli oldugundan emin olmak igin, yani
Ozellikle gatede akim olmadigindan emin olmak icin gate voltaji Ugg
ve drain-source voltaji Upg n-kanalli AET icin asagidaki kosullari karsi-
lamak zorundadir:
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p-kanalll AET icinse asagidakileri karsilamalidir
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Eger drain-source geriliminin [Upgl mutlak degeri kiigiikse AET lineer
karakteristikli basit bir ohm direnci gibi hareket eder. |Upg| arttikca
kanalin boyu kiculdr. Clinkd gate ve kanal arasindaki ters akim voltaji
drain yoniinde artmaktadir. Drainin yakinindaki uzay ytiki bdlgesi sour-
ce’un yanindakinden daha buyduktir. Bu da drainin yanindaki kanalin
source’un yanindaki kanaldan daha dar oldugu anlamina gelir.

Ups = Up oldugunda belirli bir gerilimde kanalin eni sifir olur ve drain
akimi, drain-source voltaj artsa bile artik artmaz. Karakteristik ohm bol-
gesinden saturasyon bdélgesine gegis yapar.

Uzay yuki bolgesinin genisligi ve kanalin biytkltigi gate voltaji araci-
igiyla kontrol edilir. Gate voltaji sifirdan farkli oldugu slirece kanal dra-
in-source akimini kiiglilterek ve 6zellikle saturasyon akimini yavaslata-
rak ek bir kisittamaya maruz kalir. [lUggl > IUpI oldugunda drain-source
voltajina Upg bakilmaksizin kanal bloke kalir

Deney drain akiminin /, cesitli gate voltajlan Ugg icin drain-source
geriliminin Upg fonksiyonu olarak olglilmesini icermektedir.
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DEGERLENDIRME

Olglimler farkli degerlerdeki gate voltajlari Ugs icin In-Upg grafigi
Uzerinde cizilmistir (Sekis 1). Bu da drain akiminin drain-source vol-
tajl ve gate voltajl tarafindan nasil kontrol edildigini gosteren karak-
teristigin seklini dogrulamaktadir.

® U0V

® U= -500 mV
lh/mA @ y_=-1000 mv
8T @ U.=-1500mV
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Sekil 1: Gate voltajli 0 V (mavi), -0.5 V (kirmizi), -1V (yesil) ve -1.5 V (tur-
kuaz) AET icin karakteristik egrisi



